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c vem ite électro e grille
the Chanmg; 29 edem elle que définie en 2, carac-

couche isolante (7) et celle de la seconde couche iso-
lante (8) sont comprises dans la gamme de 10280
nm respectivement.

4. Cellule de mémoire telle que définie dans I'une
des revendications 1 & 3, caractérisée par le fait
qu'elle comprend aussi une zone de drain (5} et une
zone de source {9} lesquelles, avec les autres zones
de drain et autres zones de source d’autres cellules
d’enregistrement d’une matrice de mémoire, sont
congues pour avoir la forme de bandes de zones con-

autres, pour ce qui concerne lesdites zones de drain
ou lesdites zones de source.
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sée en ce gue, au-dessus des parties d’électrode de
ladite électrode de grille (1) et sur des parties de ladite
glectrode de programmation (2}, est disposée sur
une couche isolante (10°), surmontée d'une couche
conductrice (2'), laquelle est en contact avec ladite
électrode de grille (1).

" 12. Cellule de mémoire telle que définie dans I'u-
ne quelconque des revendications 13 11, caractéri-
sée par le fait que la capacité de couplage de ladite
électrode de programmation (2] par rapport 3 ladite
électrode de grille {1) est ay moins quatre fois plus
grande que la capacité de couplage deladite électro-
de d’effacement (3) par rapport A ladite électrode de’
grille (1) également & celle de ladite électrode d’écri-
ture (4) par rapport a |ad|te élecirode de grilie {1).
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